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Введение 

Необходимым компонентом и условием работы в области материалов электронной техники и наноматериалов 
является знание накопленного опыта технологической деятельности с наиболее важными объектами изучаемого класса. 

Этот опыт может быть применен на практике и служит базой для создания новых процессов и материалов. Знание 
основ и деталей известных технологических операций формирует интуицию магистра и позволяет достигать результатов 
в той области, где точный расчет или моделирование пока недоступны, служит для апробации новых идей и является 
источником продуктивных аналогий. 

В пособии даны примеры алгоритмов достижения технологических целей, т. е. наборы физико-химических 
принципов, методов и средств, необходимых для получения материалов заданного состава и строения. 

Освещен круг вопросов, в которых магистр, обучающийся по программе «Материаловедение наноматериалов и 
компонентов электронной техники», должен быть хорошо осведомлен. Пособие может быть использовано для 
расширения компетенции в рамках читаемых курсов, при подготовке к семинарам по технологической тематике, а также 
при подготовке магистерской выпускной работы. 

Рассмотрены основные свойства и процессы получения высокочистого полупроводникового кремния и германия, 
а также компонентов важнейших соединений А3B5 — алюминия, галлия, индия, фосфора и мышьяка. Из числа методов 
синтеза рассмотрены примеры процессов, нашедших применение в промышленности, а также иллюстрирующие 
кинетические механизмы, недостаточно освещенные в литературе. 

Получение полупроводников в монокристаллическом состоянии освоено как в виде массивных заготовок, так и в 
виде пленок. Пленочная технология неразрывно связана с технологией приборных структур, и поэтому их целесообразно 
рассматривать совместно. В настоящем пособии основное внимание уделено методам выращивания массивных 
монокристаллов из расплава. 
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